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地域の産業の高度化、新産業の創出
および科学技術の振興への寄与
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施設名：佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター
（SAGA Light Source (SAGA-LS)）

設置者：佐賀県 運営者：公益財団法人 佐賀県産業振興機構

概要と沿革



アクセス

JR 鹿児島本線 弥生が丘駅（博多駅から最速35分）より徒歩20分

鳥栖駅、弥生が丘駅から路線バス（西鉄バス 鳥栖プレミアムアウトレット下車）もあります

佐賀県 鳥栖市弥生が丘８丁目７

弥生が丘駅：無人駅 各駅停車と区間快速の一部が停車



施設の運転

水、木、金曜日 １回入射
利用時間 10時から21時

火曜日 ２回入射
利用時間 10時から15時、16時30分から21時

https://www.saga-ls.jp/main/57.html#gsc.tab=0https://www.saga-ls.jp/main/131.html#gsc.tab=0



ビームラインと光

https://www.saga-ls.jp/main/26.html#gsc.tab=0

赤 県有ビームライン 青 他機関ビームライン



ビームライン 光源 エネルギー範囲 主な利用技術

BL07 超伝導 wiggler 5 keV 〜 35 keV X線イメージング、X線回折、高エネルギー、XAFS

BL09 偏向電磁石 5 keV 〜 20 keV X線トポグラフィ、照射（突然変異育種）

BL10 偏光可変undulator 40 eV 〜 900 eV ARPES、NEXAFS

BL11 偏向電磁石 2.1 keV 〜 23 keV XAFS、SAXS

BL12 偏向電磁石 40 eV 〜 1500 eV NEXAFS、XPS

BL15 偏向電磁石 3.5 keV 〜 23 keV X線回折

BL18 偏光電磁石 92 eV EUV照射

https://www.saga-ls.jp/main/11.html#gsc.tab=0

県有ビームライン

https://www.saga-ls.jp/main.php/467.html
https://www.saga-ls.jp/main.php/448.html
https://www.saga-ls.jp/main.php/323.html
https://www.saga-ls.jp/main.php/199.html
https://www.saga-ls.jp/main.php/42.html
https://www.saga-ls.jp/main.php/69.html
https://www.saga-ls.jp/main.php/2168.html


県有ビームライン BL09

■白色光：400 mm（H） × 14 mm（V）■単色光：130 ｍｍ（H）× ８ｍｍ（V）
大面積な光の利用

4H-SiC(0001)の放射光X線トポグラフ
(a)11-20回折, (b)10-10回折

(a)11-20 (b)10-10

0.5 mm

K. Ishiji, et al., J. Electr. Mater. 51, 1541 (2022).

照射による突然変異育種

http://www.saga-ls.jp/site_files/file/Publication/
Experiment%20Report/H23/L/1103019L_nishi_2.pdf



県有ビームライン BL11
エネルギー範囲が広い（Tender X線から硬X線）XAFS

第84回応用物理学会秋季学術講演会 発表予定
9月19日 14:45 〜 15:00 [19p-D903-5] 12.2 評価・基礎物性
瀬戸山  他 「Tender XAFS測定による有機半導体薄膜評価」
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Tender XAFS
厚さ20 nm 有機半導体薄膜の例
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蛍光X線検出器
SDD

Tender XAFS 用 chamber

硬X線XAFS

硬X線のXAFS



利用制度（区分）・利用料金

利用制度（区分）・利用料金のご案内

※1）研究成果：査読付き論文誌への掲載を原則とします

※2）重点分野利用：実施予定課題の適否不明の際はぜひ当施設にご相談ください

https://www.saga-ls.jp/main/1875.html#gsc.tab=0



※3）要件審査：
実験の安全性、技術的問題有無、公序良俗に
反しないかについて審査

※4）課題評価：次のいずれかの基準に該当すること
・公益的な意義があること
・産業への波及効果が期待できること
・学術的な発展性が見込めること
・各利用区分の趣旨に合致していること

※5）放射線業務従事登録：必要事項は下記
・電離放射線健康診断
・放射線業務従事者教育訓練
（当センターでも実施：5月・8月・1月）

お問い合わせ：利用企画課 riyou@saga-ls.jp 0942-83-5017

申請からご利用まで



宿泊棟

実験・研究棟と同じ敷地内に立地
（徒歩１分）

利用料
 2,000円/日 もしくは 40,000円/月

https://www.saga-ls.jp/main/60.html#gsc.tab=0



当日、現地参加可能
https://www.saga-ls.jp/main/3775.html#gsc.tab=0

最後に

ご来場 お待ちしております
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